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１．概要（Summary） 

本課題では、マッハツェンダー型光変調器のパワーバ

ランス調整のため、我々は多重量子井戸を用いた電界制

御型分岐比可変多モード干渉（MMI）カプラーを提案し、

作製を試みた。特に、提案するデバイスでは、電界印加

による量子井戸の量子閉じ込めシュタルク効果（QCSE）

を利用して導波路の屈折率を変化させ、MMI カプラーの

分岐比を動的に調整するものである。  
２．実験（Experimental） 
・高速大面積電子線描画装置（F5112+VD01）を利用し

て、光導波路パターン等の描画を行った。 

・クリーンドラフト潤沢超純水付を利用し、パターン描画用

基板の準備を行った 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
Fig. 1 に本デバイスの構造図を示す。Fig. 1 中の灰色

部分を位相変調領域としそれぞれ L1、 L2、 R1、 R2 と

している。L1 と R2 または R1 と L2 のコア層の屈折率を

同時に変化させることで、出力光の分岐比調整が可能で

ある。導波路のコア層には InGaAs/InAlAs 五層非対称

結合量子井戸（FACQW）を用いており、 QCSE によりお

よそ 3 V 程度乃電界印加で約 0.005 の電界誘起屈折率

変化を起こすことが可能である。さらに、我々がこれまで

提案していた電界制御型分岐比可変 MMI カプラーのデ

バイス長は 192 µm であったが、二次曲線を用いたテー

パー構造により 95.8 µm に縮小できる。 
電子ビーム露光法および誘導結合プラズマエッチング

を用いて本デバイスの試作を行った。Fig. 2 に試作した

デバイスの光学顕微鏡写真を示す。テーパー構造及び

溝構造が精度良く作製されていることが確認できる。現在、

デバイスの特性評価を行っている。 
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Fig. 1 Schematic top view of proposed MMI coupler. 

 

 

Fig. 2 Optical microscopic top view of fabricated MMI 

 


